
采用WLCSP封装的小信号MOSFET提供同类最佳导通电阻

RDS(on)空间比，与DFN1010封装相比，节省了高达45%的空

间。它是性能高于等效器件（采用DFN封装）的小尺寸应用的

理想解决方案。此封装产品包括 N 沟道 MOSFET 和 P 沟道 

MOSFET，所有元件集成额定值 >2kV 的 ESD 保护元件,并且额

定功率 >1300mW。

采用WLCSP封装的
小信号MOSFET
最小尺寸 – 最低导通电阻RDS(on)

0.78 mm

0.78 mm

0.345 mm

1.48 mm

0.98 mm

0.345 mm

特性

小尺寸

 › 低导通电阻RDS(on)，最低15 mΩ

 › 同类产品最佳导通电阻 RDS(on) 空间比

 › 每mm²最低导通电阻RDS(on)

 › 便于PCB设计

 › ESD保护> 2 kV

 › ID最高达到9.6 A

 › 低压驱动（VGS(th) = 0.6 V典型值）

 › VDS = 12-20 V；VGS = 8 V

 › 产品包括 P 沟道 MOSFET ,N 沟道 MOSFET

典型应用

 › 可穿戴设备

 › 电子烟

 › 移动配件

 › 助听器

 › 身份证

 › 计算配件

 › 电池极性

 › 用于便携式设备的负载开关

 › 电池开关

 › LED驱动器
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) RDSon 典型值 (mΩ) @ VGS = 

WLCSP4 WLCSP6

4.5 V 2.5 V 1.8 V 1.5 V

N

12 8
6 0.4 0.9 2 36 46 60 86 PMCM4401VNE

9.6 0.4 0.9 2 15 18 22 30 PMCM6501VNE

20 8
5.5 0.4 0.9 2 43 55 65 75 PMCM4401UNE

8.7 0.4 0.9 2 17 20 22 30 PMCM6501UNE

P

12 8
4.9 0.4 0.9 2 55 77 110 - PMCM4401VPE

8.2 0.4 0.9 2 19 25 37 - PMCM6501VPE

20 8

4 0.4 0.9 2 75 95 130 - PMCM4401UPE

4.2 0.4 0.9 2 65 88 120 - PMCM4402UPE

7.3 0.4 0.9 2 22 28 38 - PMCM6501UPE


